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な製品には、パワーデバイスとしては 1000V 以上の耐圧を有する Insulated-Gate Bipolar 













 既存の回路用 IGBT モデルの多くは物理原理に基づいていないため、駆動条件が刻々と変化
するような実際の回路設計には適していないという課題があることを第１章で提起している。
一方 HiSIM-IGBT は物理原理に基づいて記述されているが間引き構造を持つ IEGT 構造には
対応していない。そこで、本研究では HiSIM-IGBT を IEGT 構造へも適用できるようにモデ
ルの拡張を行っている。 







































備考 審査の要旨は，1,500 字程度とする。 
